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《光刻胶制备方法》（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本文件由中国技术市场协会提出，经中国技术市场协会标准

化工作委员会批准，正式列入 2026 年团体标准制修订计划，标

准名称为《光刻胶制备方法》。

（二）项目背景

光刻胶作为半导体制造、平板显示、PCB 印制线路板等领域

的核心关键电子化学品，其纯度、均匀性、稳定性、感光性能直

接决定芯片分辨率、线路精度、显示画质与产品良率，是制约我

国高端制造自主可控的关键材料之一。随着先进制程持续推进、

新型显示快速迭代、高端 PCB 需求激增，光刻胶向高纯度、高精

度、高稳定性、低缺陷方向快速升级，对制备工艺、环境控制、

过程参数、质量检测提出严苛要求。

当前国内光刻胶制备领域存在工艺不统一、参数不规范、质

控不一致、检测方法不统一等突出问题，不同企业、研发机构在

原料预处理、配料混合、溶解分散、过滤净化、脱泡、灌装等环

节差异显著，导致产品性能波动大、数据不可比、良率参差不齐，

严重制约研发效率提升、规模化生产稳定及国产化替代进程。同

时，行业缺乏覆盖全流程、可落地、可追溯的制备方法标准，难

以满足高端光刻胶研发、中试、量产全链条规范化需求。在此背

景下，亟须制定统一、科学、可操作的《光刻胶制备方法》标准，

规范制备全流程，保障产品质量稳定，推动光刻胶产业高质量发
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展与自主可控。

（三）目的意义

1.目的

（1）统一制备工艺体系

整合行业内先进的光刻胶制备技术与工程实践经验，明确光

刻胶制备的核心工艺流程、环境控制参数及操作规范，消除不同

主体间的工艺差异，实现制备过程的标准化与规范化，为光刻胶

的研发、生产及质量控制提供统一的技术依据。

（2）保障产品质量与稳定性

从原料预处理、环境控制到成品灌装制定全流程规范，构建

涵盖固含量、黏度、粒径分布等关键质量指标的评价体系，帮助

企业精准把控生产过程中的关键控制点，从源头提升产品的批次

稳定性与可靠性，满足下游高端制造领域对光刻胶的严苛要求。

（3）推动技术创新与国产化替代

通过明确科学合理的制备方法，为科研机构和企业提供清晰

的技术研发方向与工艺基准，降低研发过程中的试错成本，加速

高性能光刻胶新产品的工艺验证与迭代，助力突破“卡脖子”技

术，推动国产光刻胶的产业化进程。

（4）规范行业秩序

填补光刻胶制备方法领域的标准空白，遏制不规范生产与低

质竞争现象，维护市场公平竞争环境，保障上下游企业的合法权

益，为光刻胶产业链的协同发展奠定坚实基础。

2.意义

（1）推动行业技术进步
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光刻胶制备方法标准的建立，将统一行业工艺评价体系，促

进不同团队间的技术交流与数据共享，避免重复探索和资源浪费。

标准化的制备流程有助于加速高性能光刻胶的技术突破，推动我

国在半导体材料领域的技术引领与市场竞争力提升。

（2）提升生产效率与良率

标准化的工艺流程和技术要求，可显著提高光刻胶制备的重

复性与可控性。通过规范环境参数、设备操作及数据处理方法，

减少人为操作误差和系统波动，使产品性能更真实反映工艺本征

水平。同时，标准化操作能够提高生产效率，缩短工艺调试周期，

为企业降低时间与成本。

（3）降低产业发展成本

统一的制备标准可避免因工艺不一致导致的产品性能误判，

减少研发与生产过程中的报废损失。对于生产企业，标准化的质

控流程能提高产品良率；对于下游应用企业，可靠的工艺数据可

减少选型验证风险，整体提升光刻胶产业链的经济效益。

（四）起草单位及起草人名单

本文件起草单位：无锡理奇智能装备股份有限公司、北京中

研博采技术服务有限公司、北京六只猫创意科技有限公司、北京

彬诚科技有限公司、郑州桐晟技术服务有限公司。

本文件主要起草人：孙振德、乐志斌、夏卫彬、杨笛、乐佳

雨。

（五）主要起草过程

1.文本调研

2025 年 8 月启动了文本的调研工作，并于 2025 年 9 月完成
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了相关资料的收集和分析工作。

2.标准立项

2025年 12月向中国技术市场协会标准化委员会提出申请，

于 2025 年 12 月 11 日获得中国技术市场协会标准化工作委员会

批准立项。

3.形成标准草案

2025 年 12 月，起草组对资料收集情况进行汇总处理，确定

了标准框架和主要内容。2025 年 12 月 19 日，《光刻胶制备方

法》形成标准初稿。

4.形成征求意见稿

2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日，起草组根据反馈

的意见和建议，对草案内容进行了修改和调整，形成标准征求意

见稿。

二、确定标准主要内容的论据

（一）编制原则

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：

标准化文件的结构和起草规则》以及《中国技术市场协会团体标

准工作程序》的规定起草。

（二）标准主要内容及适用范围

本文件规定了光刻胶制备的原理与系统构成、基本要求、控

制要求、试验方法、检验规则、安全与环保要求。

本文件适用于以树脂、感光剂、溶剂为核心原料，通过溶液

混合法制备光刻胶的制备过程，包括研发、生产实施、质量控制

等环节，其他制备方法可参照执行。
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（三）确定标准主要内容的论据

1.保障制备过程一致性

光刻胶的性能受原料纯度、环境洁净度及工艺参数等多种因

素影响。制定统一的制备标准，可规范关键工序的操作流程，确

保不同批次产品在相同条件下获得稳定的性能指标。通过统一样

品预处理要求、洁净环境参数控制等内容，避免环境因素和操作

差异对产品质量的干扰。

2.规范工艺流程与质量控制

标准化的制备方法可为光刻胶质量评估提供科学依据。明确

系统构成、工艺流程和检测规范，可避免因操作不规范导致的产

品缺陷。例如，在过滤净化环节，通过规定滤芯精度、过滤压力

及完整性测试要求，确保产品中无颗粒杂质，满足半导体制造的

高洁净度要求。

3.适应高端制造需求

随着集成电路制程的不断微缩，对光刻胶的分辨率、线宽粗

糙度等性能提出了更高要求。本标准在制定过程中，充分考虑了

高端光刻胶的制备需求，对金属杂质含量、水分控制及粒径分布

等关键指标进行了严格规定，预留了技术升级空间，可随着光刻

技术的发展持续完善，确保标准能够长期指导行业实践。

三、主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济

效果

为确保本标准的科学性、先进性与可操作性，起草组联合国

内领先的光刻胶生产企业及第三方检测机构，选取了代表当前主

流技术路线的 KrF、ArF、电子束光刻胶样品，依据标准草案中
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的工艺要求和试验方法，进行了系统的工艺验证与性能测试，累

计完成验证批次超过 50 批，获取关键性能数据上千组。

（一）主要试验验证情况分析

1.工艺过程控制验证

环境与原料控制：在 Class 1000 洁净环境下，使用符合标

准要求的高纯度原料（树脂纯度 99.8%，溶剂水分≤5ppm）进行

制备，成品金属杂质含量可稳定控制在≤5ppb，较非标环境

（Class 10000）和普通原料制备的产品（杂质约 20 ppb～50 ppb）

降低一个数量级以上，验证了源头控制的有效性。

过滤与脱泡工艺：严格执行三级过滤（1 μm→0.5 μm→0.2

μm）和真空脱泡（真空度≤30 kPa，时间 2 h）的样品，其成

品中≥0.2 μm 的缺陷密度平均为 0.05 个/cm²，而未经验证工

艺的样品缺陷密度高达 0.5 个/cm²以上。脱泡后显微镜检查确认

无≥5 μm 气泡，有效避免了涂胶过程中的“点缺陷”。

成品关键性能：按标准工艺制备的 KrF 光刻胶样品，其固含

量控制精度达±0.2%，黏度波动≤3%，粒径分布 D90≤0.3 μm，

跨度≤1.0。感光灵敏度与膜厚均匀性（1 μm 膜）的批次间相

对标准偏差（RSD）分别小于 3%和 2.5%，显著优于行业平均水平，

证明了标准工艺对产品性能一致性的卓越保障能力。

2.技术经济论证

1.产业链层面

标准实施将推动产业链上游的树脂、感光剂、高纯溶剂等原

材料向更高规格升级。尽管高性能原材料采购成本预计上升8%～

12%，但标准化的制备工艺能使光刻胶生产良率从当前的 65%～
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80%提升至 85%～92%。对下游芯片制造企业而言，使用标准化、

高性能的国产光刻胶，可将工艺调试周期缩短约 30%，并降低因

材料缺陷导致的晶圆报废风险，预计可为下游 fab 厂节省综合成

本 10%～15%。

2.企业层面

为达到本标准要求，生产企业需在洁净厂房、过滤系统、在

线监测等方面进行投入，初期产线升级成本预计增加 15%～25%。

但标准化生产带来的良率提升和产品一致性改善，可使单位产品

的生产成本降低 8%～15%。更重要的是，产品达到标准要求后，

市场认可度和附加值显著提升，预计产品毛利率可提高 5 个百分

点～10 个百分点，投资回报周期约为 2 年～3 年。

3.社会经济层面

标准推广将显著减少因光刻胶性能不达标导致的半导体材

料浪费和制造缺陷。据测算，若国产光刻胶在关键工艺环节的市

场占有率因标准助力提升至 30%，每年可减少相关电子化学品进

口约 1.5 万吨，节约外汇超过 10 亿美元。同时，行业整体技术

水平的提升将吸引更多高端人才和资本投入，形成良性发展循环。

（二）预期经济效果

制定和实施《光刻胶制备方法》标准后，预计将为行业和国

家带来显著的经济与社会效益：

1.大幅降低下游制造成本与资源消耗

标准化、高性能的光刻胶可将芯片制造中的光刻工艺缺陷率

降低 50%以上。以一条月产 1 万片晶圆的先进生产线为例，每年

因材料问题导致的晶圆损失可减少数百片，直接节约成本数千万
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元。全国范围内，预计每年可减少因材料不合格导致的资源浪费

价值超 5 亿元。

2.强力推动进口替代，保障产业链安全

当前我国高端光刻胶自给率不足 5%。本标准为国产光刻胶

提供了明确的性能标尺和工艺路径，将加速国产产品的验证与导

入进程。预计标准实施后 3年内，有望在部分中高端半导体和显

示面板用光刻胶领域实现 10%～20%的国产化替代，逐步打破国

外垄断，提升我国集成电路产业链的自主可控水平。

3.促进行业整合与高质量发展

标准设立明确的技术和质量门槛，将促使不具备技术实力和

质量控制能力的小规模、低水平产能逐步退出市场。预计标准全

面实施后，行业集中度将提升 20%以上，资源将向掌握核心制备

技术的头部企业集中。全行业研发投入强度预计将从当前的约

5%提高至 8%以上，推动我国光刻胶产业从“量”的积累转向“质”

的飞跃，实现高质量发展。

四、采用国际标准和国内外先进标准的程度

本文件不涉及国际国外标准的采标情况。

五、重大分歧意见处理经过及依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

六、与现行相关法律、法规及相关标准的协调性

与现行相关法律、法规及相关标准相协调。

七、知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

八、其他应予说明的事项
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无。

《光刻胶制备方法》

团体标准工作组

2026 年 4月 29 日


